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Unipolare Transistoren

J-FET
Sperrschicht-Feldeffekttransistoren (J-FET)

J - Junction – Sperrschicht
FET - Feld-Effekt-Transistor

MOS-FET
Metalloxid-Feldeffekttransistoren (IG-FET) 

MOS - Metall-Oxide-Semiconductor
IG - Insulated Gate
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Unipolare Transistoren

Bei Unipolaren Transistoren werden die pn-Übergänge nur in einer Polarität genutzt.  

Unipolare Transistoren

J-FET

MOS-FET

n-Kanal J-FET

p-Kanal J-FET

Anreicherungstyp

p-Kanal

n-Kanal

n-Kanal

p-Kanal
Verarmungstyp
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J-FET Transistor
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J-FET Sperrschichten
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J-FET Sperrschichten
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J-FET Anschlußbelegung
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J-FET Kennlinien
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J-FET Kennlinien Verstärker
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J-FET Verstärker

-UGS
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J-FET Parameter
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Steilheit

Differentieller Ausgangswiderstand

Differentieller Eingangswiderstand

V
mA

S 103−=

Ω−= krDS 20080

Strom über die Sperrschichten

ISperr ≈ 5-20nA
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J-FET Parameter
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Spannungsverstärkung

Eingangswiderstand

Ausgangswiderstand

Verlustleistung
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J-FET Grenzwerte

VU DS 30max ≈
VUGS 8max −≈

mAI D 20max ≈

CT °≈ 135

mWPtot 200≈
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MOS-FET Transistoren

MOS-FET Transistoren

MOS-FET Transistoren
Anreicherungstyp
(selbstsperrend)

MOS-FET Transistoren
Verarmungstyp
(selbstleitend)

n-Kanal p-Kanal n-Kanal p-Kanal

n-Kanal 
p-Kanal 

nMOS 
pMOS 

n-Kanal und p-Kanal
gemeinsam genutzt

CMOS
Complementary-MOS 
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MOS-FET Anreicherungstyp
(selbstsperrend)

n-Kanal-JFET p-Kanal-JFET
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MOS-FET Verarmungstyp
(selbstleitend)

n-Kanal-JFET p-Kanal-JFET
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•Ausführung eines Kanals
•deshalb selbstleitend
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MOS-FET Sperrschichten
n-Kanal Verarmungstyp (selbstleitend)
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MOS-FET Sperrschichten
n-Kanal Anreicherungstyp (selbstsperrend)
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MOS-FET Anschlußbelegung
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MOS-FET Kennlinie
Anreicherungstyp n-Kanal

UGS

UDS

ID 6V

4V

5V

3V

2V

UGS

ID

UDS

Liers - PEG-Vorlesung WS2000/2001 - Institut für Informatik - FU Berlin                 20

MOS-FET Kennlinie
Verarmungstyp n-Kanal
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MOS-FET Parameter
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rGS ≈ 1014Ω

Steilheit

Ausgangswiderstand

Eingangswiderstand

V
mA

S 125 −=

Ω−= krDS 5010

Gateleckstrom

IGSS  ≈ 0,1-10pA

pFCGS 52 −≈
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MOS-FET Parameter

DSL

DSL
u rR
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Spannungsverstärkung

Verlustleistung

Durchlaßwiderstand ON

Durchlaßwiderstand OFF

Ω≈ 200_ ONDSR

Ω≈ 10
_ 10OFFDSR
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MOS-FET Grenzwerte

VU DS 35max ≈
VUGS 10max ±≈

mAID 50max ≈

CT °≈ 135

mWPtot 150≈
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MOS-FET Verstärker
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MOS-FET Schalter
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MOS-FET Inverter
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MOS-FET Tristate
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MOS-FET Transmissionsgatter
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Transistorschalter
npn-Transistor und MOS-FET

+UB

GND

+UB

GND

IB ≈10-60µA IGS≈0IE ≈5-20mA
IB+IC

IC ≈5-20mA ID ≈1nA
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ID ≈2-5mA


